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1. はじめに 

Cu2SnS3(CTS)薄膜太陽電池は安価かつ豊富に存在する元素で構成されており近年関心が高まっ

ている．また，CTSの Snの一部を Geで置換した半導体である Cu2Sn1-xGexS3(CTGS)はその添加量

x によってバンドギャップを 0.86 から 1.53 eV まで増加できることが報告されている．1)  CTGS

は，光吸収係数が 104 cm-1と大きく太陽電池に適しているものの，大量生産に適した溶液塗布に

よる CTGS の作製はいまだ報告されていない．そこで，本研究では溶液塗布法の一種であるゾル

ゲル硫化法による CTGS薄膜作製法の検討を行った．  

 

2. 実験方法 

Cu, Sn, Ge溶液は，2 メトキシエタノールを溶媒とした酢酸銅(一水和物)および第二塩化錫(五水

和物)の溶液と，純水を溶媒とした酸化ゲルマニウムの溶液を混合して作製した．スピンコート法

による原料溶液の塗布並びに乾燥を繰り返しプリカーサを作製した後，硫化水素を含む雰囲気下

で加熱処理することで硫化を行った．硫化は硫黄の吸収，CTGS 成長のために二段階で行った．

最初の硫化は 10°C/min, 60 min, 200°C，二度目の硫化は 600°C/min, 5 min, 400～600°C とした．作

製したサンプルは XRD, EDX, EPMA により評価した． 

 

3. 結果および考察 

 Figure 1 に作製したサンプルの XRD パター

ンを示す．全てのサンプルで CTS(200)から

CGS(200)に向けてピークがシフトしていた．

400°C では CuSのピークが観測され，500°Cで

は CGS(200)ならびに CTS(200)から CGS(200)

側に少しシフトした二つの分離したピークが

観測された． 600°C で硫化したサンプルでは

CuSのピークは観測されず，ピークの分離も無

かった．また， 0.4°ピークがシフトしていた．

600°C では CTS と CGS ピークの間で観測され

たことから CTGSができたと推測している．また，このシフト量から，文献 2との比較の結果 x=0.5

であると考えている．2) 
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Fig. 1 XRD pattern. 
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